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１．概要（Summary） 

F-21-IT-016 にて報告した T 型ゲートプロセスを GaN

の高移動度トランジスタ（HEMT）に適応した。ゲートの上

部金属の剥がれがなく、また、ソースとゲートの間にゲート

金属が収まっている（目ズレがない）ことを確認した。 

 
２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電子ビーム露光装置(スピンコータ・ホットプレート・オー

ブン等を含む）および、電子ビーム露光データ加工ソフト

ウェア 

 

【実験方法】 

露光に際しては、F-21-IT-016にて報告した内容を踏

まえて、ゲート上部金属が下部金属から剥がれないように

上部金属用のパターン（最上部 ZEP520 の開口寸法）を

調整した。 

Fig.1 は GaN-HEMT を作製した試料の全体と

HEMT（トランジスタ）の外観である。 

 

 
Fig.1 Photo of overall sample and HEMT 

 

Fig.2 にゲート電極を蒸着リフトオフした後のゲート上

部からの SEM 写真（左）と断面構造図（右）を示す。ゲー

ト上部金属の剥がれが生じていないことが分かった。 

Fig.3には、ソース（S）、ゲート（G）、ドレイン（D）電極を

含む写真を示す。別プロセスで作製したソース（S）とドレ

イン（D）電極の間にゲート金属が収まっていることが分か

った。なお、ゲートがソース側によっているのは、設計上そ

のようにしたもので、エラーではない。 

 
Fig.2 SEM top view of T-gate and schematic 

cross section 

 

 
Fig.3 Photo around gate 

 

３．その他・特記事項（Others） 

本研究遂行にあたり、技術情報のご提供から実際の露

光まで多大な協力を賜りました東京工業大学 科学技術

創成研究院 梅本高明様に感謝申し上げます。 
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